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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI
i FOTONIKI
poszukuje Kandydata na stanowisko

Starszy Specjalista ds. Wytwarzania Warstw
(MBE/MOCVD) (K/M)
nr naboru N/26/26

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Lukasiewicz-
IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii
mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz
kapitat intelektualny, ktére umozliwiajg podejmowanie prac naukowych i projektéw
na rzecz podnoszenia innowacyjnosci polskich przedsiebiorstw tworzac jednoczesnie bazy
wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiatéw oraz technologii
i konstrukcji przyrzadéw mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz
technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujnikdw medycznych, srodowiskowych.
tukasiewicz-IMiF corocznie realizuje kilkadziesiat projektow finansowanych ze $srodkow
krajowych i zagranicznych, ktérych rezultaty majg zwiekszy¢ innowacyjnos$c¢ polskiej
gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o prace

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 100% etatu

Miejsce pracy: Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
Al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa



Zakres obowiazkow:

Samodzielne projektowanie, wykonywanie i analiza procesow epitaksjalnych
metodami MBE i/lub MOCVD heterostruktur przyrzadowych na bazie zwigzkdéw
potprzewodnikowych AIII-BV.

Charakteryzacja parametrow warstw i struktur potprzewodnikowych, analiza
uzyskanych wynikdéw oraz wprowadzanie korekt do technologii osadzania.

Opieka techniczna nad reaktorami MBE/MOCVD oraz aparaturg wspierajaca.

Udziat w projektowaniu nowych heterostruktur, doskonalenie receptur wzrostu oraz
rozwigzywanie problemdéw procesowych i sprzetowych zwigzanych z procesami
MBE/MOCVD.

Opracowywanie raportdw, prezentacji, publikacji naukowych i zgtoszen patentowych.

Udziat w konferencjach, warsztatach i targach branzowych jako ekspert w dziedzinie
epitaksji.

Udziat w pozyskiwaniu oraz realizacji projektéw B+R i komercyjnych, w tym
projektéw z partnerami przemystowymi.

Wspdtpraca z partnerami przemystowymi i akademickimi w kraju i za granica.

Mentoring mtodszych cztonkéw zespotu w obszarze epitaksji MBE/MOCVD.

Wymagania:

Wyksztatcenie wyzsze, uzyskany stopien dr w jednostce innej niz £-IMIF oraz
uzyskany nie dawniej niz 12 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
Wyksztatcenie wyzsze magisterskie i min. 2-letnie doswiadczenie w sektorze B+R lub
stopien doktora.

Preferowani kandydaci z min. 4-letnim praktycznym doswiadczeniem w pracy z
systemami MBE i/lub MOCVD.

Autorstwo lub wspdtautorstwo co najmniej trzech publikacji wydanych w
czasopismach naukowych z listy MNiSW, przy czym co najmniej jednej wydanej w
czasopi$smie (za 140 lub 200 pkt.) lub znajdujacym sie na liscie TOP10% SCOPUS);
Autorstwo lub wspdtautorstwo co najmniej dwdch wystapien zaprezentowanych na
miedzynarodowych konferencjach naukowych lub branzowych (plakat, komunikat,
referat lub wyktad);

Udziat w realizacji co najmniej dwoch projektow badawczo-rozwojowych
finansowanych z subwencji, dotacji oraz zadan zleconych lub ze Zrédet zewnetrznych
(krajowych lub zagranicznych), w tym co najmniej jednego ukierunkowanego na
wdrozenia lub komercjalizacje; udokumentowane wykonywanie czesci prac w sposéb

samodzielny.



e Bardzo dobra znajomosc¢ fizyki wzrostu epitaksjalnego oraz technik charakteryzaciji

materiatow potprzewodnikowych.

e Bardzo dobra znajomos¢ jezyka angielskiego (min. B2).

e Podejmowanie wyzwan, samodzielnosc¢ i systematycznos$é w dziataniu, umiejetnosc

pracy w zespole projektowym.

Wymagane dokumenty:

cv

Kopie dyplomow

Spis osiggnie¢ naukowo-badawczych, z uwzglednieniem: publikacji, patentow,
udziatu w projektach naukowo-badawczych, konferencjach, szkoleniach,

wdrozeniach wynikéw badan

Oferujemy:

Prace w organizacji realizujgcej innowacyjne, krajowe i zagraniczne, prestizowe
projekty badawczo-rozwojowe

Stabilne zatrudnienie na umowe o prace

Kulture wspierajgcg réznorodnosé i rozwadj

Udziat w konferencjach krajowych i zagranicznych

Programy zatrudniania finalistéw olimpiad przedmiotowych

Mozliwos¢ realizowania praktyk szkolnych i studenckich

Dostep do wydawnictw naukowych

Elastyczne godziny pracy

Benefity:

Pakiety medyczne

Grupowe ubezpieczenie na zycie
Karta sportowa

Dofinansowanie szkolen i kurséw
Dodatkowe $wiadczenia socjalne
Dofinansowanie wypoczynku
Swiadczenie Swigteczne

Nagrody jubileuszowe
Dodatkowe dni wolne

Inicjatywy dobroczynne



Miejsce skltadania dokumentéw:

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierowa¢ w formie elektronicznej poprzez ponizszy link
do dnia 16 maja 2026 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=00ee0e9787
0b40d59658dd059affof3f

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy sie tylko z wybranymi kandydatami.

data publikacji: 16.04.2026
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